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Si基板上に3C-SiC薄膜を形成し、このSiC薄膜を真空中で熱処理することでSi基板上にエピグラフェ

ンを得るグラフェン・オン・シリコン（Graphene on silicon: GOS）技術は、Si技術にグラフェンを融合さ

せるものとして注目されている[1]。Fukidomeらは最近、微細加工でSi基板上に種々のファセット面を形

成した後にGOS法でグラフェンを成長させることにより（3D-GOS）、同一基板上に種々のグラフェン物

性を発現させることにも成功している [2]。本研究では 3D-GOSによる精密な物性制御を目的とし、隣接

する異なる面方位ファセット間界面におけるグラフェンのキャリアドーピング遷移を調べた。 

キャリアドーピング遷移は、SPring-8・BL07LSUに設置された走査型光電子顕微鏡 3D-NanoESCAを用

いて電位分布を測定することにより評価した。微細加工基板上の(111)面と(100)面のファセット界面近傍で

のGrapheneのC1sの内殻光電子スペクトル（図1）では、グラフェンの束縛エネルギー、すなわち仕事関

数が界面からの距離の関数として有意な変化を示し、ファセット界面近傍で電荷移動が起こっていること

を示唆する。この電位変化をKhomyakovら[3]のモデル式を用いてフィッティングしたところ（図2）、遮

蔽長（ls）として22[nm]、グラフェンの実効比誘電率（κ）として27.1が見積もられた。これらの値は、SiO2/Si

上に転写したグラフェンとNi電極の界面での値（ls=3.9[nm]及びκ=14）[4]よりも大きい。Ni接触グラフェ

ンに比べGOSファセット界面の方がキャリアドープ量が少ないこと、及び、基板のSiO2とSiCの比誘電

率の違いが一因として挙げられる。 
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図 1  ファセット界面近傍 (上 )及び電極端から

1250[nm]の地点（下）での C1s スペクトル。 

Zu 図 2 グラフェンの C1s 結合エネルギーの空間変化と 

モデル関数[3]によるフィッティング。 

第 75 回応用物理学会秋季学術講演会　講演予稿集（2014 秋　北海道大学）

Ⓒ 2014 年　応用物理学会

18p-B1-8

17-124


